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近年，ウルマン反応を用いた二次元構造の作製はボトムアップによるナ

ノ構造作製の技術として注目されている．それらの構造は前駆体分子の構

造や基板の種類，アニール条件などに依存することが報告されている[1,2]．

我々は，臭素が周囲に 6個結合したヘキサブロモトリフェニレン(HBTP)分

子(Fig.1)が Au(111)基板上でのアニールによってグラフェンナノメッシュ

状の構造を形成することを報告した[3]．  

今回， HBTP分子の形成するナノメッシュ状の構造に対するアニール温

度の影響について報告する．HBTP分子は室温の Au(111)基板上に蒸

着し，アニール後，超高真空下，77K で走査トンネル顕微鏡(STM)

によって観察した． 

Au(111)基板上に蒸着した HBTP 分子を 100℃で 30 分間アニールした基板の STM 像を Fig.2(a)

に示す．テラス上では，モノマーの集合した構造(A)とは異なる高さの構造(B)が観察された．こ

れらの高さの差は 0.03nm であった．構造(B)はナノメッシュ状で，約 0.8nm の間隔で周期的に配

列した穴が観察された．この間隔は重合反応で期待された構造の穴の間隔と一致した．また，構

造(B)のドメインサイズの多くは約 200nm2以下であった．この条件では，一部の HBTP 分子はモ

ノマーとして残っており，重合反応が十分でないと考えられる．  

200℃で 30 分間アニールした場合には，モノマーは観察されず，HBTP 分子は全て重合した

(Fig.2(b))．ナノメッシュ構造内に不定形な穴が存在するが，周期的に配列した穴の領域も観察さ

れた．更に 400℃で 30分間アニールした後では，構造内部は多数の不規則な形状の穴が主となり，

ナノメッシュ構造全体の面積も減少した(Fig.2(c))．このことは，加熱により一部の重合した構造

体も基板上から昇華したためと考えられる．200℃と 400℃でのアニール後の重合構造のドメイン

サイズは，広くなる傾向が観察された．これらの結果は，200℃以下の温度でのアニールがナノメ

ッシュ形成に有効であることを示唆している．  
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 Fig. 2：STM image of HBTP on Au(111) after annealing at 
373K(a)，473K(b) and 673K(c) (20nm×20nm)． 

Fig. 1：Structure of HBTP. 
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